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PrOfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Chip-Gehdusung sowie Verfahren zur Herstellung einer Chip-Gehausung 



Gahiusung zur Aufnahma mindeatens aines elektroni- 
schen Bauelameflts, wie ein Chip (11) oder darglelchan. 
soMrie Verfahren zur Herstellung einer darartlgen Gahiusung 
mit einer Decklaga (12) und einer Gegendeckiaga (13), die 
das elektronische Bauelement zwischen sich aufnahman, 
wobel d!e Decklaga (12) und die Gegendecklage (13) auf 
ihran InnenflSchan mit Laiterbahnen (15, 16 bzw. 24, 25) 
veraehen sind, derart, daS die Leiterbahnen (15, 16) der 
Decklage (12) Anschlu&flachan (21, 22) des Bauelamenta 
(11) mit den Leiterbahnen (24, 25) der Gegendecklage (13) 
verbinden und die Leiterbahnen (24, 25) der Gegendecklage 
(13) in AufienanschlGsse (32, 33) der Gehiusung (10) 
mOnden, wobei die Decklage (12) und/oder die Gegendeck< 
lege (13) eine flexible Trigerschicht (14) aufweisen bzw. 
aufwGist und in das Bauelement (11) umgebenden Deckla- 
genverbindungsbereichen (73) mitelnander verbunden sind. 



Die folgenden Angaben sInd den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 06.96 602032/605 11/30 
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BeschJlfj^ Decklage, d h. der D^WI^e oder der Gegendecklage, 

kann das elektronische Bauelement hemetisch einge- 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gehausung schlossen warden, ohne daB die Notwendigkeit des Ver- 

zur Aufnahme mindestens eines elektronischen Bauele- giisses mit einem Kunstharz oder dergleichen besteht 

merits, wie ein Chip oder dergleichen. mit einer Deckla- 5 Hierdurch wird auch die mit einem KunstharzverguB 

ge und einer Gegendecklage, die das elektronische Bau- verbundene thermische Belastung des Bauelements ver- 

element zwiscfaen sich aufnehmea Des weiteren betrifft mieden. Darttber hinaus ist aufgrund der flexiblen Aus- 

die Erfmdung ein Verfahren zur Herstellung einer sol- gestaJtung mindestens einer Decklage eine Umhailung 

chenGehftusung. des Bauelements mdglich, ohne dafi hiermit besondere 

Zum Schutz vor ungewoUten mechanischen und che- 10 Anfordeningen an die Gesultung der Decklage oder 

mischen Einflassen sowie hftuHg auch zum AbfQhren der Gegendecklage verbunden sind. Auch ermdglicht 

und Verteilen von Verlustwarme, ist es Insbesondere im die erfindungsgem^e Geh&usung eine Herstellung, bei 

Zusammenhang mit Chips bekannt, diese mit einer ab- der der AbschluB des Gehfluses quasi in einem Verfah- 

schirmenden GehSusung zu versehen. Diese Gehausung rensschritt zusammen mit dem Herstellen der Verbin- 

bietet darOber hinaus auch den Vorteil, dafl durch eine 15 dung zwischen den Leiterbahnen der Decklage mit den 

von den ChipanschluBflachen nach auBen gefuhrte An- Leiterbahnen der Gegendecklage erfolgt 

schluBleiteranordnung eine Vereinfachung in der Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn die 

Durchfiihrung der nachfolgenden Verbindungstechnik Gegendecklage mindestens einen gegeniiber der Ebene 

erreicht wird, da die Mdglichkeit besteht, durch eine der Verbindungsbereiche vertieften Bauelementaufnah- 

nach aufien aufgeficherte Konfiguration der AnschluB- 20 mebereich aufweist, in den das mit der Decklage eine 

leiteranordnung der Gehiusung grdBere Zwischenrau- Bauelementtrageranordnung bildende Bauelement der- 

me zwischen den AnschluBflSchen zu schaffen, als dies art eingreift, daB Verbindungsbereiche der Decklage 

bei den Chip-AnschluBflSchen der Fall ist und der Gegendecklage zur Mittel ebene der Gehau- 

In der heute verbreiteten OberflSchenmontagetech- sung zurQckversetzt sind Hierdurch kann eine bezogen 

nik (Surface-Mounted-Technologie (SMT)) ist es daher 25 auf die Mittelebene der Gehausung weitestgehend sym- 

weit verbreitet, den Chip aUein oder zusammen mit wei- metrische Geh&useausbildung erreicht werden, die eine 

teren elektronischen Bauelementen in einer Gehausung beliebige Anordnung der Gehausung bei der Montage 

aus Kunststoff unterzubringen. In diesem Zusammen- ermoglicht, also mit der Decklage nach oben oder nach 

hang ist es bekannt, den Chip auf einen rahmenartig unten, ohne daB sich hierdurch die Raumerfordernisse 

ausgebildeten Chiptrager zu bonden und zur volistandi- 30 zur Montage der Gehausung andem wiirden. 

gen Einhausung des Chips den Chiptrager mit einem Wenn die Gegendecklage eine Mehrzahl durch Ver- 

KunstharzverguB zu verffillen und darin den Chip ein- bindungsbereiche beabstandeter Bauelementaufnahme- 

zuschlieBen. bereiche aufweist, wobei jeder Bauelementaufnahme- 

Die Herstellung einer derartig beschaffenden Gehau- bereich mit einer Bauelementtrageranordnung zur Aus- 

sung erweist sich in der Praxis als aufwendig, da auf- 35 bildung von Teilgehausungen kombiniert ist, ist auf be- 

grund der Rahmen- oder Formfunktion des Chiptragers senders einfache Art und Weise der Aufbau einer Ge- 

an dessen Gestaltung besondere Anfordeningen ge- hausung fur ein sogenanntes "Multi-Chip-Modul" ge- 

stellt werden. DarQber hinaus ist der Chip sowie weitere schaffen, der in linearer Anordnung die Kombination 

eventuell auf dem Chiptrager angeordnete elektroni- einer beliebigen Anzahl von Chips, die jeweils in einer 

sche Bauelemente beim Verffillen des Chiptragers mit 40 Teilgehausung aufgenommen sind, ermdglicht Wenn 

dem KunstharzverguB einer erhdhten thermischen Be- dariiber hinaus sowohl die Decklagen als auch die Ge- 

anspruchung ausgesetzt, die nicht selten zu einer die gendecklagen der Teilgehausungen mit einer flexiblen 

Funktion des elektronischen Bauelements becintrachti- Tragerschicht versehen sind, laBt sich neben einer linea- 

genden Beschadigung fQhrt ren, ebenen Anordnung der Gehausung auch eine raum- 

Der vorliegenden Erfmdung liegt daher die Aufgabe 45 liche Anordnung der Gehausung erzielen, bei der etwa 

zugrunde, eine Gehausung fQr elektronische Bauele- die Teilgehausungen spiralformig angeordnet sind 

mente vorzuschlagen, deren Herstellung weitestgehend Hierdiu-ch lassen sich Multi-Chip-Module mit besonders 

ohne schadliche Belastung fur das oder die betreffenden hoher Chipdichte erzeugen. 

elektronischen Bauelemente ist sowie ein Verfahren Eine noch weiter erhohte Chipdichte bei Multi-Chip- 

vorzuschlagen, das die Herstellung einer derartigen Ge- 50 Modulen mit einzehi gehausten Chips laBt sich mit einer 

hausung mit besonders geringem Aufwand ermdglicht Gehauseanordnimg erzielen, bei der eine Mehrzahl der 

Diese Aufgabe wird durch eine Gehausung mit den vorstehend beschriebenen Gehausungen mit linear an- 

Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. durch ein Verfahren geordneten Teilgehausungen oder eine derartige Ge- 

zur Herstellung einer Gehausung mit den Merkmalen haustmg und eine Gehausung gemaB dem Anspruch 1 

des Anspruchs 6 gelost 55 oder 2 Qbereinander angeordnet sind, wobei die Gehau- 

Bei der erfmdungsgemaBen Gehausung sind sowohl sungen in einer solchen Relativanordnung angeordnet 

die Decklage als auch die Gegendecklage auf ihren dem sind, daB jeweils die Teilgehausungen einer Gehausung 

elektronischen Bauelement zugewandten Innenflachen oder eine Gehausung in von Decklagenverbindungsbe- 

rait Leiterbahnen versehen, derart, daB die Leiterbah- reichen gebildete Rucksprungbereiche zwischen den 

nen der Decklage AnschluBflachen des Bauelements mit eo Teilgehausungen einer benachbart angeordneten Ge- 

den Leiterbahnen der Gegendecklage verbinden und hausung eingreifen. Hierdurch wird quasi eine verzahn- 

die Leiterbahnen der Gegendecklage in AuBenanschlus- te Anordnung der Gehausungen ermoglicht 

se der Gehausung mUnden, wobei die Decklage und/ Infolge der linearen Anordnung der einzelnen Teilge- 

oder die Gegendecklage eine flexible Tragerschicht auf- hausungen einer Gehausung k6nnen diese uber die in 

weisen bzw. aufweist und in das Bauelement umgeben- 65 den Verbindungsbereichen zwischen den einzeben 

den Decklagenverbindungsbereichen miteinander ver- Teilgehausungen verlaufenden Leiterbahnen nach Art 

bundensind einer elektrischen Reihenschaltung miteinander ver- 

Aufgrund der flexiblen Ausbildung mindestens einer bunden werden. Wenn Qbereinander angeordnete Teil- 
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gehausungen oder TeilgeMBngen und Gehausungen Die Kombination vSfRtrahlungsenergie zur Tempe- 
aber Durchkontaktierungen miteinander verbunden raturbeaufschlagmig der Kontaktbereiche mit einer 
sind, derart, daB die Leiterbahnen der Decklage einer transparenten, beispielsweise aus Polyimid gebildeten 
Teilgehausung oder Gehfiusung mit den Leiterbahnen Kunststoff-Tragerschicht zusammen mit den guten Ab- 
der Gegendecklage der anderen Teilgehausung oder 5 sorptionseigenschaften der metallischen Kontaktberei- 
Gehlusung verbunden sind, ist auch eine elektrische che sorgt dafOrj dafi die fOr die thermische Verbindung 
VerbindungeinzelnenindenTeilgehausungenoderGe- notwendige Temperatur lediglich m Verbindungsbe- 
hlusungen aufgenommener Chips nach Art einer elek- reich erzeugt wird. Auf diese Art und Weise wird die im 
trischenParallelschaltungmSglich. wesentlichen durch die Trigerschicht der DeckJage 

Das erfindungsgemaBe Verfahren, das die Herstel- 10 bzw. der Gegendecklage gebildete hermetische Umhtil- 
lung der vorstehend insbesondere hinsichtlich ihrer lung des Chips beim Verbindungsvorgang nicht beschd- 
Vorteile erliuterten Gehfiusung zur Aufnahme minde- digt. 

stens eines elektronischen Bauelements, insbesondere Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn die 
eines Chips, ermdglicht, umfaQt die Verfahrensschritte Laserstrahlungsbeaufschiagung mittels einer Lichtleit- 
des 15 faser erfolgt, die sowohl zur Einleitung der Laserstrah- 

lung m die Decklage oder die Gegendecklage als auch 

— Herstellens einer Bauelement/Decklagen-Ver- zur Druckbeaufschlagung der Leiterbahnen dient Bei 
bindung zwischen Anschluflflachen des Bauele- Anwendung einer derartigen Variante des erfindungs- 
ments und Leiterbahnen der Decklage zur Ausbil- gemaBen Verfahrens wird die VerfahrensdurchfQhrung 
dung einer Bauelementtrager-Anordnung und des 20 mit einem minimalen Aufwand filr die zur Durchfiih- 

— Herstellens einer Decklagen- Verbindung zwi- rung des Verfahrens bendtigten Vorrichtungen mdglich. 
schen den Leiterbahnen der Decklage und den Lei- Eine weitere Mdglichkeit der Druckbeaufschlagung 
terbahnen der Gegendecklage, wobei die Decklage der Kontaktbereiche der Leiterbahnen besteht darin, 
und die Gegendecklage mit ihren Verbindungsbe- die Druckbeaufschlagung mittels eines rait einer ersten 
reichen durch Verformung der Decklage und/oder 25 Teiifiache auf der Decklage aufliegenden Druckstem- 
der Gegendecklage gegeneinander bewegt wer- pels vorzunehmen, wobei die Andruckkrafte im Bereich 
den. der Kontaktbereiche iiber einen zwischen einer zweiten 

Teiifiache des Druckstempels und der Gegendecklage 
Das erfindungsgemaBe Verfahren ermdglicht somit wirkenden Unterdruck erzeugt werden, Der zur Druck- 
die Herstellung einer Chip-Gehausung mit einer mini- 30 beaufschlagung erzeugte Unterdruck laBt sich dariiber 
malen Anzahl von Verfahrensschritten und ohne beson- hinaus auch in besonders vorteilhafter Art und Weise 
dere Anforderungen an die Gestaltung der Bauelement- zur Evakuierung des Innenraums der Gehausung nut- 
trager-Anordnung. Vielmehr lassen sich auf besonders zen, so daB die Herstellung einer besonders raumspa- 
vorteilhafte Art und Weise bekannte Verbindungstech- rend ausgebildeten, an die Gr5Benabmessungen des im 
niken, wie beispielsweise das sogenannte *nip-Chip- 35 Innenraum aufgenommenen Chips angepaBten Gehau- 
Verfahren** in das Verfahren zur Herstellung einer Chip- sung mdglich ist 

Gehausung integrieren. So kann etwa in einem ersten Wenn vor Herstellung der Decklagen- Verbindung 
Verfahrensschritt das elektronische Bauelement, also die Bauelementtrager-Anordnung oder die Gegendeck- 
etwa der Chip, mit seinen AnschluBflachen im Flip- lage mit einem vom Verbindungsbereich umgebenden 
Chip- Verfahren auf die Leiterbahnen eines flexiblen 40 Bauelementberelch auf einer Montageebene mit Ab- 
Substrats gebondet werden, das als Decklage dient Im stand zur Ebene des Verbmdungsbereichs angeordnet 
zweiten Verfahrensschritt kann dann die derart geschaf- wird, laBt sich die Lage der Verbindungsebene der Ver- 
fene Bauelementtrager-Anordnung mit der Gegendeck- bindungsbereiche zum Mittelebene der Gehausung so 
lage verbunden werden, wobei auch hier an sich be- definieren, wie es fflr eine spatere Montage der Gehau- 
kannte Verbindungstechniken, wie beispielsweise das 45 sung vorteilhaft erscheint. 

sogenannte "Thermokompressionsverfahren", Anwen- Eine besonders vorteilhafte Moglichkeit der Fbcie- 
dung finden kCnnen. rung der Bauelementtrager-Anordnung oder der Ge- 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn zur gendecklage auf der Montageebene besteht in der Ver- 
Herstellung der Decklagen- Verbindung miteinander zu wendung von Unterdruck. Besonders im Falle einer fie- 
verbindende Leiterbahnen in einem Kontaktbereich ge- 50 xiblen Ausgestaltung der Decklage bzw. Gegendeckla- 
geneinandergedruckt werden und im Kontaktbereich ge laBt sich diese hierdurch besonders leicht in eine 
eine rflckwartige Beaufschlagung der Decklage oder vorbestimmte Form bringen. 

der Gegendecklage mit Laserstrahlung erfolgt Auf die- Besonders ef fektiv lassen sich die MOglichkeiten der 
se Art und Weise ist es mdglich, die zur Verbindung der Unterdruckfbderung auf der Montageebene nutzen, 
Leiterbahnen notwendige Energie mdglichst diskret oh- 55 wenn diese zur Fuderung der Gegendecklage auf der 
ne groBfiachige Temperaturbeaospruchung der Trager- Montageebene dient und nach Herstellung der Bauele- 
schicht der Decklage oder der Gegendeddage einzu- menttrager-Anordnung diese mit dem Bauelement im 
bringen. Bauelementberelch der Gegendecklage angeordnet 

Wenn bei transparenter Tragerschicht der Decklage wird und nachfolgend die Decklagen- Verbindung in der 
oder der Gegendecklage die Transparenz der Trager- eo Verbindungsebene der Verbindungsbereiche erfolgt 
schicht, die Absorption in den Kontaktbereichen und die In dem Fall, daB das vorstehend erlauterte Herstel- 
Wellenlange der Laserstrahlung derart aufeinander ab- lungsverfahren zur Herstellung einer einzelnen Chip- 
gestimmt sind, daB die Laserstrahlung im wesentlichen Gehausung angewendet werden soil, erweist es sich als 
durch die Tragerschicht hindurchgeleitet und in den vorteilhaft wenn nach Herstellung der Decklagenver- 
Kontaktbereichen absorbiert wird, ist eine thermische 65 bindung eine Besaumung von Decklage und Gegen- 
Verbindung der Leiterbahnen ohne wesentlichethermi- decklage im Decklagenverbindungsbereich mit einer 
sche Belastung fQr die Tragerschicht der Decklage bzw. Trenneinrichtung erfolgt Wenn diese Trenneinrichtung 
der Gegendecklage mdglich. darQber hinaus beheizt ist, kann gleichzeitig mit dem 



DE 195 42 883 Al 



Trennvorgang eine Versie^^^^der Gehdusung erfol- 
gen. 

Nachfolgend wird die erfindungsgemSLBe GeMusung 
sowie das zur Herstellung einer derartigen Gehausung 
besonders geeignete crfindungsgemaBe Verfahren an- 
hand der Zeichnungen nlher eriautert Es zeigen: 

Fig. 1 eine Chip-Gehausung in einer Schnittdarstel- 
lung mit einem zwischen einer Deckiage und einer Ge- 
gendecklage angeordneten Chip; 

Fig. 2 ein Verfahren zur Herstellung einer Bauele- 
menttrager-Anordnung der Chip-Gehausung aus einer 
Deckiage und einem damit verbundenen Chip; 

Fig. 3 ein weiteres Verfahren zur Herstellung einer 
Bauelementtriger-Anordnung aus einer Deckiage und 
einem damit verbundenen Chip; 

Fig. 4 eine Vorrichtung zur Herstellung der in Fig. i 
dargestellten Chip-Geh^usung; 

Fig. 5 eine Chip-Gehslusung mit einer Mehrzahl von 
Teilgehausungen zur Ausbildung eines Multi-Chip-Mo- 
duls; 

Fig. 6 eine weitere Chip-Gehausung mit einer Mehr- 
zahl von Teilgehausungen zur Ausbildung eines Multi- 
Chip-Moduls. 

Fig. 1 zeigt eine Chip-Gehausung 10 mit einem Chip 
11, der zwischen einer Deckiage 12 und einer Gegen- 
decklage 13 aufgenommen ist Die Deckiage 12 weist 
eine flexible Tragerschicht 14 aus transparentem Kunst- 
stoff, beispielsweise Polyimid, auf, die auf an sich be- 
kannte Art und Weise mit Leiterbahnen 15, 16 versehen 
ist Die Leiterbahnen 15, 16 sind tlber ihre Innenenden 
17, 18 mit erhdhte Kontaktmetallisierungen 19, 20 auf- 
weisenden Anschlu&flachen 21, 22 des Chips verbimden. 

Die Gegendecklage 13 weist ebenfalls eine Trager- 
schicht 23 aus einem transparenten, flexiblen Kunststoff 
auf, die mit Leiterbahnen 24, 25 versehen ist Die Leiter- 
bahnen 15, 16 der Deckiage 12 sind mit ihren AuBenen- 
den 26, 27 an Innenenden 28, 29 der Leiterbahnen 24, 25 
angeschlossen. Mit ihren AuBenenden 30, 31, die frei 
zuganglich angeordnet sind, bilden die Leiterbahnen 24, 
25 der Gegendecklage 13 AuBenanschlusse 32, 33. 

Zur Vereinfachung der Darstellung sind in Fig. 1 und 
den nachfolgenden Figuren der Chip 11 sowie die Deck- 
iage 12 und die Gegendecklage 13 lediglich mit zwei 
AnschluBfiachen 21, 22 imd jeweils zwei Leiterbahnen 
15, 16 bzw. 24, 25 dargestellt, obwohl auch eine Vielzahl 
von AnschluBfiachen und eine entsprechende Anzahl 
von Leiterbahnen vorgesehen sein kdnnen. 

In den Fig. 2 und 3 sind beispielhaft zwei MSglichkei- 
ten dargestellt, in einem ersten Verfahrensschritt zur 
Herstellung der in Fig. 1 dargestellten Chip-Gehausung 
10 eine aus der Deckiage 12 und dem Chip 1 1 gebildete 
Bauelementtrager-Anordnung 34 herzustellen. Zur 
Herstellung einer Bauelement/Decklagen-Verbindung 
35 zwischen den Leiterbahnen 15, 16 der Deckiage 12 
und den Kontaktmetallisierungen 19, 20 des Chips 11 
wird bei der in Fig. 2 dargestellten Verfahrensvariante 
eine Lichdeitfaser 36 verwendet, die auf die den Leiter- 
bahnen 15, 16 gegenflberliegende RQckseite 37 der Tra- 
gerschicht 14 mit ihrer Faserendflache 38 aufgesetzt 
wu*d. Die Aufsetzstelle ist dabei so gewahlt, daB sich 
eine Oberdeckung mit einem Kontaktbereich 39 zwi- 
schen der Leiterbahn 15 bzw. 16 imd der Kontaktmetal- 
lisiening 19 bzw. 20 ergibt Die Verbindung der einzel- 
nen Leiterbahnen 15, 16 mit den zugeordneten Kontakt- 
metallisierungen 19 bzw. 20 kann im sogenannten "Sin- 
gle- Point-Bonding- Verfahren" erfolgen, bei dem nach- 
einander die Verbindungen zwischen den einzelnen 
Paarungen aus Leiterbahnen 15 bzw. 16 und Kontakt- 



metallisierungen 19b^^^durchgefuhrt werden. 

Zur thermischen Verbindung zwischen einer Leiter- 
bahn 15 und einer zugeordneten Kontaktmetallisierung 
19 wird die Deckiage 12 mit der Faserendflache 38 der 
5 Lichtleitfaser 36 gegen den Chip 11 gepreBt, so daB die 
Leiterbahn 15 und die Kontaktmetallisierung 19 spalt- 
frei aneinander anliegen. Die Beaufschlagung der Deck- 
iage 12 mit einer Laserstrahlung 40 erfolgt Qber eine 
hier nicht naher dargestellte, an die Lichtleitfaser 36 
10 angekoppelte Laserquelle, fur die sich bei der hier bei- 
spielhaft gegebenen Kombination von Materialien, 
namlich Polyimid fttr die Tragerschicht 14 der Deckiage 
12, mit Gold beschichtetes Kupfer fQr die Leiterbahn 15 
und Kontaktmetallisierungen 19, 20 aus einer Gold- 
15 /Zinn-Legierung, besonders ein Nd-YAG-Laser eignet, 
der eine Laserstrahlung mit einer Weilenlange von 
1.065 nm emittiert Bezogen auf diese Weilenlange weist 
die Polyimid-Tragerschicht 14 eine Transmission von 
88% auf. Ein erheblicher Anteil der nicht hindurchgelei- 
20 teten Strahlung wird reflektiert, so daB lediglich ein ver- 
gleichsweise geringer Strahlungsanteil absorbiert wird 
Die Absorption der Laserstrahlung 40 erfolgt im we- 
sentlichen in der aus Kupfer gebildeten Leiterbahn 15, 
die sich entsprechend erwarmt Ober die vorstehend 
25 beschriebene spaltfreie Ankopplung der Leiterbahn 15 
an die Kontaktmetallisierung 19 erfolgt eine im wesent- 
lichen verlustfreie Weiterleitung der in Warmeenergie 
umgesetzten Laserenergie in die Kontaktmetallisierung 
19, so daB sich diese auf die erforderliche Schmelztem- 
30 peratur erwarmt 

Fig. 3 zeigt eine weitere Mdglichkeit zur Herstellung 
einer Baueiement/Decklagen- Verbindung 35 zwischen 
dem Chip 11 imd der Deckiage 12, um die Bauelement- 
trager-Aiiordnung 34 zu schaffen. Hierbei wird, wie 
35 beim sogenannten "Flip-Chip-Verfahren" ublich, der 
Chip 11 mit den Kontaktmetallisierungen 19, 20 auf die 
Leiterbahnen 15 bzw. 16 aufgesetzt und unter Tempera- 
tureinwirkung eine Verbindung zwischen dem Chip 1 1 
und der Deckiage 12 hergestellt Im Vergleich zu der in 
40 Fig. 2 dargestellten Verbindungstechnik wird bei dem in 
Fig. 3 dargestellten Flip-Chip- Verfahren der Chip 11 ei- 
ner wesentlich hdheren Temperaturbeanspruchung aus- 
gesetzt 

Fig. 4 zeigt die Weiterverarbeitung der Bauelement- 
45 trager-Anordnung 34 zu der in Flg.l dargestellten 
Chip-Gehausung 10 in einer Decklagenverbindungsein- 
richtung41. 

In einer hier nicht separat dargestellten Ausgangs- 
konfiguration umfaBt die Decklagenverbindungsein- 

50 richtung 41 eine Gegendecklagenaufnahmeeinrichtung 
42 mit einer Montageebene 43, die von einem umlaufen- 
den Randsteg 44 umschlossen ist Bei dem in Fig. 4 dar- 
gestellten AusfOhrungsbeispiel der Decklagenverbm- 
dungseinrichtung 41 ist der Randsteg 44 als ein selbstan- 

55 diges, mit einer Montageplattform 45 verbundenes Ele- 
ment ausgebildet Der Randsteg 44 kann jedoch ebenso 
einstQckig mit der Montageplattform 45 ausgebildet 
sein. 

Vor Herstellung einer Decklagenverbmdung 46 in ei- 
60 ner Verbindungsebene 47 zwisdhen Verbindungsberei- 
chen 48, 49 der Deckiage 12 bzw. der Gegendecklage 13 
wird auf die Montageplattform 45 die Gegendecklage 
13 derart aufgelegt, daB die Verbindungsbereiche 49 der 
Gegendecklage 13 auf dem Randsteg 44 zu liegen kom- 
65 men. Zur Fbderung der Gegendecklage 13 auf der Mon- 
tageplattform 45 wird ein Bauelementaufnahmebereich 
50 der Gegendecklage 13 ruckwartig durch eine Unter- 
druckbohrung 51 in der Montageplattform 45 mit einem 
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Unterdruck beaufschlagt, wBrt, dafl der Bauelement- Gehausung 10 betru^lr Mittenabstand zwischen den 

aufnahmebereich 50 zur Anlage an die Montageebene AuBenanschlussen 32, 33 400 tun. Die fur die Versuche 

43 der Montageplattform 45 gebracht wird. Bei Bedarf ausgewahlte Lichtleitfaser 36 wies einen Keradurch- 

kann audi der Randsteg 44 abschnittsweise mit hier messer von 600 \im auf. Die Laserbeaufschlagung er- 

nicht naher dargestellten Unterdruckbohrungen verse- 5 folgte mit einer Leistung von 10 W und einer PulslSnge 

hen sein, um ein Anfiegen des Verbindungsbereidis 49 von 40 ms, Dabei betrug die AnpreBkraft an der Faser- 

der Gegendecklage 13 am Randsteg 44 sicherzustellen. endfiache 38 etwa 40 cN. Die vorstehend beschriebene 

Mit der so an der Gegendecklagenaufnahmeeinrich- Verbindungstechnik wurde bei Raumtemperatur und 

tung fixierten Gegendecklage 13 wird nachfolgend die ohne Verwendung von FluBmitteln durchgefuhrt Es hat 

Bauelementtrager-Anordnung 34 korabiniert, derart, 10 sich gezeigt, daB bei einer Teraperierung der Montage- 

daB die Bauelementtrfigeranordnung 34 mit dem Chip plattform 45 auf 100*C auch eine Laserleistung von 8 W 

11 in den Bauelementaufnahmebereich 50 der Gegen- ausreichend ist 

decklagel3eingesetztwirdZurAusbildungeinesKon- Nach Fertigstellung der Decklagenverbindung 46 

takts zwischen dem Verbindungsbereich 48 der Deckla- zwischen der Decklagc 12 und der Gegendecklage 13 

gel2mitdemVerbindungsbereich49derGegendeckla- 15 kann die in den Fig. 1 und 4 dargestellte Chip-Gehau< 

ge 13 wird ein hier rahmenartig ausgebildeter Druck- sung 10 am Umfangsrand 60 des Verbindungsbereichs 

stempel 52 gegen den Verbindungsbereich 48 der Deck- 48 der Deckiage 12 mit einer Siegelmasse 61 versehen 

lage 12 bewegt, derart, daB, wie in Fig. 4 dargestellt, die werden (Fig. IX um eine hermetische Abdichtung des 

Verbindungsbereiche 48, 49 aneinander aniiegend in der Chips 1 1 gegenOber der Uragebung zu schaffen. 

Verbindungsebene 47 angeordnet werdea Dabei stellt 20 In den Fig. 5 und 6 wird anhand zweier Ausfuhrungs- 

sich die in Fig. 4 bzw. Fig. 1 gezeigte Form der Chip- beispiele verdeutlicht, wie unter Verwendung von als 

GehausunglOein. Einzelgehause ausgestalteten Chip-Gehausungen 10 

Fig. 4 zeigt, daB der Druckstempel 52 lediglich mit und von Chip-Gehausungen 62, mit einer Mehrzahl von 

emerinnerenTeilflache53auf dem Verbindungsbereich TeilgehSusungen 63 Gehauseanordnungen 64 (Fig. 5) 

48 der Decklage 12 aufliegt Im Bereich einer auBeren 25 und65(Flg.6)zur AusbildungvonMulti-Chip-Modulen 

Teilflache 54 ist der Druckstempel 52 mit Abstand zum 66 bzw. 67 verwendet werden kfinnen. 

Verbindungsbereich 49 der Gegendecklage 13 angeord- Fig. 5 zeigt das MuM-Chip-Modul 66 mit einer iinea- 

net und schlieBt erg^nzt durch eine 0-Ringdichtung 55 ren GehSuseanordnung 64, bei der die einzelnen Teilge- 

einen den Verbindungsbereich 48 der Decklage 12 um- hausungen 63 in einer Reihe liegend fiber die Deckla- 

fassenden Zwischenraum 56 ein. In den Zwischenraum 30 genverbindungsbereiche 73 miteinander verbunden 

56 mflndet eine Unterdruckbohrung 72, so daB bei ange- sind Die elektrische VerknQpfung der in den einzetaen 

schlossenem Unterdruck Unterdruckkrafte im Zwi- Teilgehausungen 63 aufgenommenen Chips 11 erfolgt 

schenraum 56 wirken, mit der Folge, daB die TeilflSche Uber die Leiterbahnen 24, 25 in den Decklagenverbin- 

53 des Druckstempels 52 den Verbindungsbereich 48 dungsbereichen 73, 

der Decklage 12 gegen den Verbindungsbereich 49 der 35 Zur Herstellung der in Fig. 5 dargestellten Gehause- 

GegendeckIagel3preBt anordnung 64 kann eine Gegendecklage 68 aus einer 

Infolge der Unterdruckwkung werden die AuBenen- Mehrzahl iiber die Verbindungsbereiche 49 zusammen- 

den 26, 27 der Leiterbahnen 15. 16 der Decklage 12 hangender und nach Art der in Fig. 4 dargestellten Ge- 

gegen die Innenenden 28, 29 der Leiterbahnen 24, 25 gendecklage 13 ausgebildeter Teilgegendecklagen 69 

gedrfickt, so daB diese spaltfrei aneinander anliegen. 40 verwendet werden. In die einzehien Bauelementaufnah- 

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, daB, wie mebereiche 50 der Teilgegendecklagen 69 kdnnendann, 

vorstehend am Beispiel von Fig. 2 eriautert, durch eine wie unter Bezugnahme auf Fig. 4 naher ausgefflhrt, die 

Beaufschlagung mit Laserstrahlung 40 eine thermische Chips 11 der einzelnen Bauelementtrager-Anordnungen 

Verbindung zwischen den Leiterbahnen 15, 16 der 34 eingesetzt werden. Die Bauelementtrager-Anord- 

Decklage 12 und den Leiterbahnen 24, 25 der Gegen- 45 nungen kOnnen auch zusammenhangend ausgebildet 

decklage 13 in deren Kontaktbereichen 57 bzw. 58 zur sein und als Einheit mit der Gegendecklage verbunden 

Ausbildung eines Decklagenverbindungsbereichs 73 er- werden. 

folgen kann. Anstatt der in Rg. 4 dargestellten Lichtieit- Fig. 6 zeigt schlieBlich die Gehauseanordnung 65 zur 

fasern 36, die durch Bohrungen 59 eine Energiebeauf- Ausbildung des Multi-Chip-Moduls 67. Im Unterschied 

schiagung der Leiterbahnen 15, 16 und 24, 25 in deren 50 zu der in Fig. 5 dargestellten Gehauseanordnung 64 

Kontaktbereichen 57, 58 ermdglichen, kann die Laser- weist die Gehauseanordnung 65 eine mehrlagige Struk- 

beaufschlagimg auch mittels einer geeigneten Fokussie- tur mit versetzt ilbereinanderliegend angeordneten 

rungsoptik erfolgen, da aufgrund der durch den Druck- Teilgehausungen 63 bzw. Chip-Gehausungen 10 auf. 

stempel 52 auf die Verbindungsbereiche 48, 49 nbertra- Dabei greifen die Gehausungen 10 in von den Deckla- 

genen Druckkrafte keine Druckkrafte Uber die Faser- 55 genverbmdungsbereichen 73 der Teilgehausungen 63 

endfiachen 38 der Lichtleitfasem 36 Obcrtragen werden gebildete RQcksprungbereiche 70 eia Um auch eine 

mOssen. elektrische Verbindung der versetzt Ubereinanderlie- 

Zur Verwendung als Gegendecklage 13 eignet sich in zend angeordneten Chips 11 zu ermdgiichen, kdnnen in 

besonderer Weise eine flexible Folic mit einer Kupfer- Uberlappungsbereichen 71 zwischen Decklagenverbin- 

metallisierung zur Ausbildung der Leiterbahnen 24, 25. eo dungsbereichen 73 und Decklagen 12 hier nicht naher 

Als besonders vorteilhaft hat es sich herausgestellt, dargestellten Durchkontaktierungen vorgesehen wer- 

wenn diese Leiterbahnen vorverzinkt sind mit einer Be- den, die die Leiterbahnen 24 bzw. 25 und 15 bzw. 16 

schichtung aus emer eutektischcn Zinn/Blei-Lcgierung versetzt fibereinander angeordneter Chip-Gehausun- 

mit einer Dicke von etwa 10 jim. Die Leiterbahnen 15, gen 10 und/oder Teilgehausungen 63 miteinander ver- 

16 der Decklage 12 kdnnen, wie bereits vorstehend aus- 65 binden. 
gefdhrt, aus einer Kupfermetallisierung mit einer Gold- 
beschichtung, beispielsweise mit einer Dicke von 0,5 [un, 
gebildet sein. Bei einer in Versuchen hergestellten Chip- 
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1. Gehfiusung zur Aufnahme mindestens eines elek- 
tronischen Bauelements, wie ein Chip oder derglei- 
chen, mit einer Decklage und einer Gegendecklage, 5 
die das elektronische Bauelement zwischen sich 
aufnehmen, dadurch gekennzeichn t, daB die 
Deckiage (12) und die Gegendecklage (13, 68) auf 
ihren Innenfl2lchen mit Leiterbahnen (15, 16 bzw. 
24, 25) versehen sind, derart, daB die Leiterbahnen 10 
(15, 16) der Decklage (12) AnschluBflichen (21, 22) 
des Bauelements mit den Leiterbahnen (24, 25) der 
Gegendecklage (13) verbinden und die Leiterbah- 
nen (24, 25) der Gegendecklage (13) in AuBenan- 
schldsse (32, 33) der GehHusung (10) munden, wobei 15 
die Decklage (12) und/oder die Gegendecklage (13, 
68) eine flexible Trdgerschicht (14) aufweisen bzw. 
aufweist und in das Bauelement (11) umgebenden 
Decklagenverbindungsbereichen (73) miteinander 
verbunden sind. 20 

2. Gehausung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gegendecklage (13, 68) minde- 
stens einen gegeniiber einer Verbindungsebene 
(47) von Decklage (12) und Gegendecklage (13) 
vertieften Bauelementaufnahmebereich (50) auf- 25 
weist, in den das mit der Decklage (12) eine Bauele- 
menttrSger-Anordnung (34) bildende Bauelement 
(11) derart eingreift, daB Verbindungsbereiche (48, 
49) der Decklage (12) und der Gegendecklage (13, 
68) zur Mittelebene der GehSusung (10) zurflckver- 30 
setzt sind. 

3. Gehtusung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Gegendecklage (68) eine 
Mehrzahl durch Verbindungsbereiche (49) beab- 
standete Bauelementaufnahmebereiche (50) auf- 35 
weist, wobei jeder Bauelementaufnahmebereich 
(50) mit einer Bauelementtr&geranordnung (34) zur 
Ausbildung von TeilgehSusungen (63) kombiniert 
ist 

4. Geh^useanordnung mit einer Mehrzahl uberein- 40 
ander angeordneter Geh^usungen nach Anspruch 

3 Oder einer Kombination aus einer Gehtusung 
nach Anspruch 3 und einer Gehausung nach An- 
spruch 1 Oder 2, wobei die Geh^usungen (10, 62) in 
einer solchen Relativanordnung angeordnet sind, 45 
daB jeweils die Teilgehausungen (63) einer Gehau- 
sung (62) Oder eine Gehausung (10) in von Deckla- 
genverbindungsbereichen (73) gebildete Ruck- 
sprungbereiche (70) zwischen den Teilgehausungen 
(63) einer benachbart angeordneten Gehausung 50 
(62) eingreifen. 

5. Gehauseanordnung nach Anspruch 4, dadurch- 
gekennzeichnet, daB Teilgehausungen (63) oder ei- 
ne Teilgehausung (63) und eine Gehausimg (10) 
flber Durchkontaktierungen miteinander verbun- 55 
den sind, derart, daB die Leiterbahnen (15, 16) der 
Decklage (12) einer Teilgehausung (63) oder Ge- 
hausung (10) mit den Leiterbahnen (24, 25) der Ge- 
gendecklage (13) der anderen TeilgehSusimg (63) 
Oder Gehausung (10) verbunden sind go 

6. Verfahren zur Herstellung einer Gehausung (10) 
zur Aufnahme mindestens eines elektronischen 
Bauelements (llX insbesondere eines Chips, mit ei- 
ner Decklage (12) und einer Gegendecklage (13, 
68), die das elektronische Bauelement (1 1) zwischen 65 
sich aufnehmen, mit den Verfahrensschritten: 

— Herstellung einer Bauelement/Decklagen- 
Verbindung (35) zwischen AnschluBflachen 



(21, 22) des^^piements (11) und Leiterbah- 
nen (15, 16) der Decklage (12) zur Ausbildung 
einer Bauelementtrager-Anordnung (34), 
— Herstellen einer Decklagen-Verbindung 
(46) zwischen den Leiterbahnen (15, 16) der 
Decklage (12) und den Leiterbahnen (24, 25) 
der Gegendecklage (13, 68X wobei die Deckla- 
ge (12) und die Gegendecklage (13) mit ihren 
Verbindungsbereichen (48, 49) durch Verfor- 
mung der Decklage (12) und/oder der Gegen- 
decklage (13) gegeneinander bewegt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Herstellung der Decklagen-Ver- 
bindung (46) miteinander zu verbindende Leiter- 
bahnen (15, 24 bzw. 16, 25) in einem Kontaktbereich 
(57, 58) gegeneinandergedrQckt werden und im 
Kontaktbereich eine rUckwartige Beaufschlagung 
der Decklage (12) oder der Gegendecklage (13) mit 
Laserstrahlung (40) erfolgt 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei transparenter Tragerschicht (14 
bzw. 23) der Decklage (12) oder der Gegendeckla- 
ge (13) die Transparenz der Tragerschicht (14 bzw. 
23), die Absorption in den Kontaktbereichen (57, 
58) und die Wellenlange der Laserstrahlung (40) 
derart aufeinander abgestimmt sind, daB die Laser- 
strahlung (40) im wesentlichen durch die Trager- 
schicht (14 bzw. 23) hindurchgeleitet und in den 
Kontaktbereichen (57, 58) absorbiert wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beaufschlagung mit Laserstrah- 
lung (40) mittels einer Lichtleitfaser (36) erfolgt, die 
sowohl zur Einleitung der Laserstrahlung (40) in die 
Decklage (12) oder die Gegendecklage (13) ais auch 
zur Druckbeaufschlagung dient 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Druckbeaufschlagung in den Kon- 
taktbereichen (57, 58) mittels eines mit einer ersten 
Teilflache (53) auip der Decklage (12) aufliegenden 
Druckstempels (52) erfolgt, wobei die Andruck- 
krafte un Bereich der Kontaktbereiche ilber einen 
zwischen einer zweiten Teilflache (54) des Druck- 
stempels (52) und der Gegendecklage (13, 68) wir- 
kende Unterdruck erzeugt werden. 

11. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
sprtiche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB vor 
Herstellung der Decklagen-Verbindung (46) die 
Bauelementtrager-Anordnung (34) oder die Ge- 
gendecklage (13) mit einem vom Verbindungsbe- 
reich (48 bzw. 49) umgebenden Bauelementaufnah- 
mebereich (50) auf einer Montageebene (43) mit 
Abstand zur Ebene des Verbindungsbereichs ange- 
ordnet wird 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Bauelementaufnahmebereich (50) 
mittels Unterdruck auf der Montageebene (43) an- 
geordnet wird 

13. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
sprQche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB nach 
Herstellung der Bauelementtrager-Anordnung (34) 
diese mit dem Bauelement (11) im Bauelementauf- 
nahmebereich (50) der auf der Montageebene (43) 
angeordneten Gegendecklage (13) angeordnet 
wird und nachfolgend die Decklagenverbindung 
(46) in der Verbindungsebene (47) der Verbin- 
dungsbereiche (48. 49) erfolgt 

14. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
sprOche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB nach 




DE 195 42 883 



Herstellung der DeuHlpnverbindung (46) eine 
Besaumung der Decklage (12) und der Gegendeck- 
lage (13) im Decklagenverbindungsbereich (73) 
mittels einer vorzugsweise beheizten Trenneinrich- 
tung erfolgt 
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